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	25 Монтаж с пом. объемных выводов – метод перевернутого крист.
	24 Система ленточных выводов.

	Печатные платы:

1. Односторонние(Без металлиз. Отв; с металлиз. Отв)

2. Двухсторонние(на диэл. осн.; на металлич. Осн.; рельефные; ДПП на полиэмиде; проводные ПП)

3. Многослойные ПП; ГПП; Гибк. Печ Каб.; Микрокерамич. Платы (без/с межслойными переходами; МПП на полиэмиде; гибкожесткие ПП; полностью аддитивное формирование отдельных слоев - ПАФОС) 

Элементная база: традиционная, поверхностная, бескорпусная.

Область применения: сами придумаете…

Коммутационные возможности: определяется способностью объединить элементы, т.е. поскольку на МПП мы можем проложить больше проводников, чем на ОПП, то комм. способн. МПП. больше. 

Конструкторские парам(ЭТО НЕ КОНСТРУКЦИЯ): геометрическая форма, габаритные размеры, шаг координатной сетки, число печатных слоев, мин. шир. печ. проводн, мин. расст. между печ. проводн, мин. диаметр. перех. и монт. отверстий,  мин. расст. между. конт. площ., макс. доп. электрич. нагрузки.
	Метод только для элементов устойчивых к высокой температуре
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Дано: Хп, No, Nисх.

Требуется: получить переход на заданной глубине (Хп) и с заданными концентрациями (No, Nисх.)

1. Одностадийный процесс (для получения p+, n+ области).
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; подставив x=Xп и N=No;   1. Вычислить 
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2. По таблице erf(V)=1 - erf(V) найти 
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; 3. Из п. 2 найти 
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4. Задать to = 1000 – 1200 oC;                                         5. По графику определить D=f(to, No, Nисх);                        

6.    Из п. 3 вычислить время t. 

Проведение пробного процесса с полученными параметрами покажет, какие из них нужно корректировать. 

2. Двухстадийный процесс (для всего остального).

Сначала выполняется загонка (обеспечение необходимой дозы легирования), затем – разгонка (обеспечение глубины перехода), но расчёт ведётся в обратном порядке. 
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; x = 0  ->
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(1); x = Xп -> 
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Разгонка.

 1. По (3) найти Dp×tp; 2. Назначить Nоз из условия No<Nоз≤Nпред. Nпред – предел растворимосьти. У бора   Nпред = 2×1020 см-3, у фосфора Nпред =8×1020 см-3. Его превышение ведёт к деформации кристаллической решётки. 3.  По графику определить Dp=f(toр, Noз, Nисх). Предварительно задать toр = 1000 – 1200 oC; 4. Из п.1 вычислить время tр.  Как результат имеем toр и  tр.

Загонка.                    
1. По формуле 
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(1013- 1015 см-2); 2. Из формулы 
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найти Dз× tз.

3. Задать toз = 800 – 1000 oC; 4. По графику определить Dз=f(toз, Noз, Nисх). D =10-12- 10-15см2/c. 5. Из п.2 определить время загонки tз. Имеем: Nоз, toз, tз.
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